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一、 芯片介绍与注意事项 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. 引脚分配： 

引脚名称 描述说明 

GND 芯片地 

FB 反馈输入引脚。 PWM占空比取决于这个引脚电压等级和 SENSE引

脚输入。 

RI 内部振荡器频率设置引脚。RI 和 GND 之间连接一个电阻器设定

PWM频率。 

SENSE 电流检测输入引脚。连接到 MOSFET的电流检测电阻器节点。 

VDD 芯片直流电源引脚。 

GATE 图腾柱栅极驱动输出的功率 MOSFET。 

2. FB反馈输入脚： 

了解该脚各电压门限相对应的系统工作状态对分析和优化系统设计非常有帮助的。

1.0V-1.4V为系统在轻载间歇模式下的FB脚电压值，1.4V-3.5V为系统正常工作时FB

脚电压值，3.5 V-4.8V为反馈环路开路，过功率保护，短路保护时FB脚电压值。1.0V

（典型值）以下GATE端输出被关闭，FB短路电流典型值为1mA。当FB脚电压持续35mS

大于3.5V或小于0.9V时,GATE端立即关闭输出脉冲，保护整个系统的安全。 

3.PWM工作频率设定： 

   ME8200  RI脚为外部调节工作频率脚，RI的取值大小决定工作频率，典型工作频率在

50KHz和65KHz之间，工作频率计算公式如下： 

                   

                   
4.  电流检测SENSE脚： 
     开关电流经过一检测电阻流进SENSE脚，进行PWM调制。另外内置一前沿消隐电路，可

以为系统节省一外部 R-C网络。如前沿噪声超过前沿消隐时间导致系统异常时，可以考
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虑外加R-C网络，但是R-C网络取值不宜过大，否则电流反馈信号失真过大导致在启动和

输出短路时MOS管VDS过高等异常现象。 

5.  电源VDD脚： 

    ME8200 的启动电流低至1uA，可有效地减少系统启动电路的损耗，缩短系统的启动时间。 

6.  GATE驱动脚： 

ME8200采用图腾结构驱动输出，可直接驱动 MOSFET。同时芯片还内置了一个18V的驱

动输出嵌位电路，防止由于某种原因导致系统驱动输出电压过高使 MOSFET的栅极击穿。

另外芯片设计时对驱动进行了软驱动优化处理，改善系统 EMI。 

7.  保护功能说明： 

好的电源系统一定有完善的保护装置包括：过电流保护（OCP） 、过载保护（OLP） 、

输入VDD过压嵌位、驱动过压嵌位、VDD欠压锁定（UVLO）等。 

1） OCP和 OLP芯片SENSE 脚通过检测系统初极侧流过主开关管的电流信号活动，芯片能

检测到系统过流或者过功率的状况。当系统输出发生短路、过流或过功率现象时，如果

SENSE 脚的电压 VTH-OC超过0.75V（典型值）时，GATE脚输出脉宽将会被限制输出，这

时系统处于恒功率输出状态Po=Vo*Io。即如果增加输出负载电流，系统输出电压相应下

降，FB电压相应上升，当这种现象持续35mS后，系统将进入打嗝式保护状态。 

2） 输入VDD过压嵌位 

ME8200芯片VDD 脚内置有优异的过压嵌位电路，当 VDD 脚电压由于系统发生异常导致 

VDD 电压上升到33V（典型值）时，芯片会自动进入过压嵌位状态，同时 GATE 停止输

出脉宽，从而保护整个系统的安全。注意：VDD最大嵌位电流为10mA.如VDD嵌位当中

且继续升高的话，超过芯片的耐受力则芯片有可能会烧毁。 

3） VDD欠压保护（UVLO） 

ME8200芯片内置有欠压保护（UVLO）电路，当 VDD 脚电压小于9V左右时，芯片就会进

入欠压保护状态，这时 GATE脚停止输出 PWM脉宽。 

8． 注意事项： 

   1）当系统工作在轻载间歇模式下，如出现可听见异音，请先检查系统是否工作正常，如

果你确认无误，请检查系统缓冲吸收电路（RCD）中的电容材质，如使用普通压电陶瓷电

容，那么系统工作在间歇状态时电容由于发生压电效应而产生异音是有可能的，这时，请

更换电容材质，如MYLA，PEA，MEF，CBB，MKT等薄膜类电容，考虑到成本和体积，我们

推荐MYLA和MEF，在保证VDS在要求范围内时，可以调整吸收回路中的电阻值来减少该

电容的值有利于缩小电容体积和降低成本。例如：容量在250V/2.2nF或250V/10nF之间

是可以的。 

   2）当系统工作在满载情况下，如出现可听见异音，请先检查系统是否工作正常，如果你

确认无误，请检查FB端电压波形是否平滑，如果发现较大干扰，请检查系统PCB layout

是否合理，对较小干扰可通过外加滤波网络消除，就是FB脚对地电容，该电容取值建议

要小于10NF。 
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9.  输出电压不稳调整方案： 

   在系统的不良现象表现为：1）输出空载电压不稳，2）输出负载由满载转到空载时输出电

压不稳，3）Overshoot/Undershoot性能较差。 

   建议调整方案：1）适当增加VDD端电容的容值。2）适当减少VDD端限流电阻的阻值（OLP 

保护不是靠该脚电压下降而保护的）。3）在满足省功要求情况下，适当的增加假负载。 

 

二、功能框图与应用电路 

1.   功能框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 应用电路 
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三、ME8200 变压器图 
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四、Demo板清单 

 



 

地址：南京玄武区玄武大道699-8号一号楼5层    025-84731186           Page 7 of 7       ww.microne.com.cn 

五、关键电气参数 

1. 空载功耗及输出电压： 

 
2. 能源之星效率:  

 

输入电压 空载输入电流 空载功耗 空载输出电压 要求范围 判定 

85VAC/50HZ 2 mA 65mW 5.09V ＜0.3W  OK 

115VAC/50HZ 1.7 mA 75mW 5.09V ＜0.3W OK 

230VAC/50HZ 1.7 mA 130mW 5.09V ＜0.3W OK 

265VAC/50HZ 1.77 mA 155mW 5.1V ＜0.3W OK 

输入电压 
负载 

情况 

输出 

电压 

输出 

电流 

输入 

功率 
效率 

平均 

效率 

要求 

范围 

判定 

25% 5.1V 0.625A 4.01W 79.48% 

50% 5.1V 1.25A 7.97W 79.9% 

75% 5.09V 1.875A 12.08W 79% 
115VAC/50HZ 

100% 5.09V 2.5A 16.3W 78.06% 

79.1% ≥75% OK 

25% 5.1V 0.625A 4.126W 77.25% 

50% 5.1V 1.25A 8.08W 78.89% 

75% 5.09V 1.875A 12.05W 79.2% 
230VAC/50HZ 

100% 5.09V 2.5A 16.02W 79.4% 

78.68% ≥75% OK 


